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Die folgenden Angaben sind don vom Anmolder elngereichten Untorlagen en t no m men 

Prufungsantrag gem. S 44 PatG 1st gestellt 
® Lichtemissionsdiodengerat 

(57) Es wird ein LED-Gerat beschhebon, das aus einem Ka- 
ra miksubstrat und einer refloktierenden Metallplatte be- 
steht Das LED-Gehause besteht aus einem ersten Kera- 
miksubstrat, das einen Chipmontagebereich auf seiner 
Oberflache aufweist und mit einem vorbestimmten lei- 
tenden Muster rund urn den Chipmontagebereich verse- 
hen ist. Ein oder mehrere LED-Chips sind auf dem Chip- 
montagebereich des ersten Keramiksubstrats gehaltert 
und mit dem leitenden Muster verbunden. Ein zweites Ke- 
ra miksubstrat ist auf der Oberflache des ersten Keramik- 
substrats montiert und weist eine Ausnehmung an einer 
Position auf, die dem Chipmontagebereich entspricht. Die 
reflektierende Metallplatte ist in die Ausnehmung des 
zweiten Keramiksubstrats eingesetzt, um die LED-Chips 
zu umgeben. Dieses LED-Gehause steuert wirksam die 
Lichtintensitat der LED-Chips und die Winkelverteilung • 
der Strahlung. Die reflektierende Metallplatta dient 
gleichzeitig als Warmesenke, die wirksam Warme vom 
LED-Chip zur Umgebung des LED-Gehauses verteilt. 
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Beschreibung 

[0001] Die vorliegende Erfindung bczicht sich im Allge- 
meincn auf Lichtemissionsdiodcngcrat mit reflckticrcndcn 
Metallplatten und insbesondere auf ein Lichtemissionsdio 
dengerat, welches mit einer reflektierenden Metallplatte ver- 
sehen ist, um eincn verbesserten Warmeverteilungseffekt zu 
erzielen, in Verbindung mit einer einfachen Kontrolle seiner 
Lichtabstrahlung und der Winkelverteilung der Lichtab- 
strahlung. 

[0002] Wic Fachlcutcn wohl bckannt ist, sind Lichtcmissi- 
onsdiodengerat (die nachfolgend vereinfacht als "LED-Ge- 
rat bezeichnet werdcn) Halbleitervorrichtungen, welche 
LED-Chips aufweisen, die als Lichtquellen fungieren und 
die durch Veranderung der physikaiischen und chemischen 
Charakteristika einigcr Verbindungshalbleitermaterialien, 
wie beispielsweise GaAs, AlGaAs, GaN, InGaN und Al- 
GalnP hcrgestcllt wordcn sind und die farbiges Licht von 
den LED-Chips absirahlen, wenn sie elektrisch aktiviert 
werden. 

[0003] Die Charakteristika solcher LED-Gerate werden 
typischerweise bcstimmt in Verbindung mit den Farben des 
emiuiertcn Lichts, der Lichtstarke und dem Betrachtungs- 
winkcl. Derartige Charakteristika von LED-Geraten werden 
in crstcr Linic bestimmt durch die physikaiischen und che- 
mischen Charakteristika der Verbindungshalbleitermateria- 
lien der LED-Chips und zum zweiten durch die Gehause- 
slruktur zum Unterbringen der LED-Chips darin. Beim 
Stand der Technik sind die Charakteristika solcher LED-Ge- 
rate wie sie durch die Entwicklung der Verbindungshalblei- 
termaterialien von LED-Chips erreicht werden, in uner- 
wunschtem MaBc begrcnzt. Es sind dahcr verbesserte Struk- 
turcn von LED-Gerate in den vergangenen Jahren in groBem 
Umfang untersucht worden, um zusatzlich zum Studium der 
Halbleitermaterialien der LED-Chips Anstrengungen zu un- 
temehmen, um den Erfordernissen an eine hohe Lichtstarke 
und einem erwunschten Betrachtungswinkel (man kann sich 
auch auf eine Winkelverteilung der Lichtstarke beziehen) 
gcrecht zu werden. Dies bcdcutet, dass bei der Konstruktion 
von LED-Gerate in den vergangenen Jahren es mehr darauf 
ankam, die Verbindungshalbleitermaterialien der LED- 
Chips als primaren Konstruktionsfaktor zu betrachten und 
die Struktur des LED-Gehauses nur als zweitrangigen De- 
signfaktor. 

[0004] Insbesondere werden aber sowohl die Lichtstarke 
als auch eine Winkelverteilung der Lichtstarke von LED- 
Geraten in erster Linie vom zweiten Designfaktor beein- 
flusst, das heiBt von der Struktur des LED-Gehauses. 
[0005] Zum Beispiel wird ein LED-Gerate vom konven- 
tionellen Lampentyp gemafi Fig. la mit einem konventio- 
nellen LED-Gerat mit Oberflachenmontage nach Fig. lb in 
ihrer Gerate- oder Gehausestruktur wie folgt verglichen: Im 
Falle des konvcntioncllen LED-Gcrats vom Lampentyp 10 
gemafi Fig. la mit zwei Leitern 3a und 3b, ist der zweite 
Leiter 3b an seiner Oberseite mit einer Metallelektrodenfla- 
che versehen, die eingedriickt ist, um eine Vertiefung mit ge- 
neigten Seitenflachen mit bestimmten Neigungswinkeln zu 
bilden. Ein LED-Chip 5 ist in der Vertiefung der Metallelek- 
trodenoberflSche gehaltert. Die beiden Leiter 3a und 3b mit 
dem LED-Chip 5 sind in einem halbspharischen Gehause 7 
aus transparentem Giefiharz eingepackt und bilden somit ein 
lampenartiges LED-Gerat 10. Das LED-Gerat 20 vom her- 
komrnlichen Oberflachcnmontagelyp gernkfl Fig. lb bcslehl 
aus einem gegossenen Geratckdrpcr 11 aus Epoxyharz und 
einem auf der Oberflache dieses Korpers 11 an einem Chip- 
montagebcreich befestigten LED-Chip 15. Der LED-Chip 
15 ist mil einer (nicht gezeigten) Elektrode durch eine Mehr- 
zahl von Drahten 13 verbunden. 
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[0006] Beim konventionellen lampenfttrmigen LED-Ge- 
rat 10 wirkt das halbspharische Gehause 7 als Linse, die in 
der Lage ist, die Winkelverteilung der lichtabstrahlung zu 
steuern. Insbesondere steuert das hemispharische Gehause 7 
5 die Winkelverteilung der Lichtabstrahlung derart, dass die 
Verteilung schmal wird, wodurch die Lichtintensitat bei ei- 
nem vorbesu'mmten Winkel zunimmt. Daruber hinaus wird 
das vom LED-Chip 5 abgestrahlte Licht durch die Metall- 
elektrodenoberflache des zweiten Leiters 3b reflektiert, so- 

10 dass die Lichtintensitat des LED-Chips 5 dadurch vejgro- 
Bert wird. Im Vcrglcich zu einem solchcn lampcnformigen 
LED-Gerat 10 weist das obcrflachenmontierte LED-Gerat 
20 eine breitere Winkelverteilung der Strahlung und eine ge- 
ringcre Strahlungsintcnsilat auf. Man erkennt also, dass die 

is Geratestruktur Strahlungsintensitat und die Winkelvertei- 
lung der Strahlung solcher LED-Gerate beeinflusst 
[0007] Aus diesem Grund ist zur Erreichung der ge- 
wiinschten Charakteristika von LED-Geraten bereits vorgc- 
schlagen worden, ein oberflachenmontiertes LED-Gerat mit 

20 einer zusatzliche Lichtreflexionsflache zu versehen, die ge- 
bildet ist durch Aufbringen eines Metalliiberzugs auf eine 
geneigte Seitenflache des Chipmontagebereichs des Gerate- 
und Gehausekbrpers und durch Auswahl eines vorbestimm- 
ten Reflexionswinkels. 

25 [0008] Im Gegensatz zu solchen LED-Geraten mit gegos- 
senem KunststorTk6rper ist es nahezu unm6glich, die Lumi- 
nanz oder den Verteilungswinkel der Strahlung eines ande- 
ren Typs vom LED-Geraten in wiinschenswerter Weise zu 
kontrollieren, die namlich einen Keramikkorper aufweisen, 

30 der aus laminierten Keramiksubstraten besteht und in den 
vergangenen Jahren in groBem Umfang eingesetzt wird. Der 
Chipmontagebcrcich eines solchen Keramikkorpcrs muss 
durch einen Stanzvorgang, einen Laminiervorgang und ei- 
nen Schneidvorgang gebildet werden, abweichend von den 

35 gegossenen Kunststoffk6rpem mit Chipmoundng-Berei- 
chen, die wahrend eines KunststoffinjekuonsgieBvorgangs 
erzeugt werden. Es ist sehr schwierig, eine Seitenflache des 
Chipmontagebereichs eines Keramikkorpers in der Weise 
auszuformen, dass die Seitenflache einen gewiinschten Re- 

40 flexionswinkel aufweist. 

[0009] Die Fig. 2 zeigt einen Schnitt durch ein konventio- 
nelles LED-Gerat mit einem solchen Keramikkorper. Wie in 
der Zeichnung dargestellt ist, besteht der Keramikkorper des 
LED-Gerats 30 aus zwei Keramiksubstraten 21 und 22, von 

45 denen jedes durch Laminieren einer Mehrzahl von Keramik- 
schichten gebildet ist. Von diesen Keramiksubstraten 21 und 
22 ist das untere Substrat 21 an seiner Oberseite mit einem 
Chipmontagebereich zum Aufsetzen eines LED-Chips 25 
versehen. Eine Elektrode 23 erstreckt sich auBen an der 

50 Kante des Chipmontagebereichs zur unteren Oberflache des 
unteren Keramiksubstrats 21, um einen Teil dieser Unter- 
seite zu bedecken, nachdem es die Seitenflache des unteren 
Keramiksubstrats 21 passiert hat Der LED-Chip 25 ist elek- 
trisch mit der Elektrode 23 unter Verwendung einer Mehr- 

55 zahl von Drahten 27 durch ein Drahtverbindungsverfahren 
verbundetr. Das obere keramische Substrat 22 ist mit der 
Oberflache des unteren Keramiksubstrats 21 verbunden und 
bildet eine vorbestimmte Vertiefung, welche den Chipmon- 
tagebereich umgibt. 

60 [0010] Die den Chipmontagebereich des Keramikk6rpcrs 
umgebende Vertiefung wird durch einen Stanz- oder 
Schncidprozess gebildet, sodass die Inncnflache des Kera- 
mikkorpers, welche die Vertiefung begrenzt, als vertikale 
Flache ausgebildet isL Daher ist es - im Gegensatz zu LED- 

65 GerSten mit im Wege eines GieBprozesses gebildeten 
KunststorTkarpern - schwierig, eine Metallschicht auf der 
vertikalen Innenflache des Keramikkorpers aufzubringen. 
An der vertikalen inneren Rache des Keramikk6rpers kann 
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cine zusaizlichc geneigtc Plache aus KunsistolV angebrachi 
werden. mil cincr aufeebracliien Metallschichl auf dcr ge- 
ncigicn KunsisioMlSchc. inn die vorsiehend crwahnien Pro- 
blcnic zu iibcrwinden. liinc dcrariigc gcncigie KunsistolV- 
obcrflache kann abcr leiclu defonuiert wcnlcn und cs isi fast 
unmoglich. cine gewunschie Reflekiorflachc ant Kcramik- 
korper anzuhringen. 

(0011 1 Bci den kon ven Lionel len LlilMjcraien mil Kcra- 
mikkorpern ist cs nur mdglieh, die Ilclligkeit und die Win- 
kelvcrteiltmg der Sirahlung durch Verandcrung ilcr Dimen- 
sion des ('hipmonlagebereichs und/odcr dcr Dicke cles obc- 
ren Keramiksubsirats. der die Hohc dcr Vcriicfung hc- 
slimmi, /.u sieuern. Ls ist daher schwicrig, LlilMieraie mil 
Kcramikkorpern y.u schafl'cn, die die Anfordcrungen an 
liohc Liehiintensitul und cine gewunsehtc Winkelvertcikmg 
der Strahlung crfullen. Die Keramiksubstratc derartigcr 
LPllMjcrale haben jedoch cine hohc Wanneleitfahigkeit 
und cinen hohcrcn Warmcablcitcffeki, und loscn dainil das 
Problem dcr thermischen Allcrung von LHD-Gcraten und 
thermischcr Spannungcn der Gcraickorpcr. wie sic durch die 
von den LliD-Chips ausgesirahlte Hitze verursacht werden. 
lis isi daher erwunseln, clTekiivere LliD-Geratc vorzuschla- 
gcn. wclchc dcrariigc Kcramiksubsiralc mil holier Warmc- 
Icitlahigkeit und eincm hohen Warmcableiteffckt verwen- 
den und dahci die Strukturcllcn Pchlcr iibcrwinden, die his- 
her bei konvenlionellcn LliD-Geraicn mil Kcramikkorpern 
inlblgc dcr venikalcn innercn l'lachen des Kcramikkorpcrs 
aufircten und zu Schwierigkeilen bei der Sicucrung dcr 
Lichtstarke und dcr Winkelverteilung der Sirahlung von 
LHD-Geratcn fiihren. 

1 0012 J Demzufolge wurde die vorlicgcnde Urfindung ge- 
maclu unier Bcrucksichtigung dcr Problcmc tm Sland dcr 
Tcchntk und cin Ziel dcr vorticgenden IMndung isi cs, ein 
LliD-Genii zu schaiVcn, welches eincn Kcramikkorpcr, be- 
siehend aus laminienen Keramiksubstraien, aufweist und 
dcr cine reflekiierende Plane aus cincr diinncn Metalllblie 
besiizt, die an dcr venikalcn Innenrlache des Kcramikkor- 
pcrs, die die Verticfung des Chipmontagcbercichs bildct, bc- 
r'csiigi ist und das auf dicsc Art und Wcisc cine verbessene 
Wiirmcvcrteilung und zusatzlich einc cinfache Sicucrung 
der Lichtsiarkc und dcr Winkelverteilung der Lichtsiarke 
bewirkt. 

(0013] Urn dicse Ziel zu errcichen, sichl die vorlicgcnde 
Hrfindung ein LED-Gerat vor, umfassend: ein crstes kcrami- 
sches Substrai mil einem Chiprnontagebereich auf derOber- 
sciic davon und mil cincm vorgcgcbcncn lcitcndcn Muster, 
das um den Chipmomagcbereich angcordnet ist, wenigstens 
cincm LPD-Chip. dcr auf dem Chiprnontagebereich des er- 
sten Keramiksubsirats gchaliert isi und mil dem Iciicnden 
Muster verhunden isi, ein zweiies Kcramiksubsiral, das auf 
dem erstcn Kcramiksubsiral moniiert ist und einc Ausneh- 
mung in cincr Position entsprcchend dem Chipmontagehc- 
rcich aufweist und cine reflekiierende Platte aus Metall, die 
in der Ausnchmung des zwciien Keramiksubsirats angeord- 
nei isi. um den LliD-Chip zu uml'assen. 
1 001 4 1 In diesem LHlMiural hat die re(lektiurende Plane 
vorzugsweise cine kegclslumpfformige Struktur, wobei dcr 
Durchriicsser am obercn linde grolter isi als am untercn 
Knde. 

1 00 1 S I In cincm solchcn Pall kann die reflekiierende Plane 
die Winkelverteilung der Lichtsiarke des Ll-D-Chips durch 
Verandcrung des Neigungswinkcls dcr Seilenwand der rc- 
Hekliercnden Plane sieuern, wobei die Neigung dcr Seilen- 
wand durch cine Dilferenz in den Durchmesscrn zwischen 
fleni obercn Lnde und dem unleren Lnde der reflekiierende 
Phillc hewirkl wird. Znsiilzlich kann die reflekiierende 
Plane die Leuchlsiarke des LliD-Chips durch Verandcrung 
der ilen LI'l/Hup umgebenden lliiche sieuern. Dumber 
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liinaus kann die rellekticrende Plane die Leuchlsiarke des 
LHD-Chips dadurch sieuern, dass sic aus Mclallen ausgc- 
wahli wird, die vcrschiedene Rcllcktivitatcn aufweiscn. Die 
vorlicgcnde lirfindung sehatVt somit cine Vielzahl von LHD- 
5 (jcratcn. die unier Verwcndung kcramischcr Substrate her- 
gcsiellt werden und einc Leuchlsiarke und cine Winkelver- 
teilung der leuchlsiarke besilzen, die jeweils enisprechcnd 
den Wiinsehen des lknutzcrs gesteuert werden konnen. Bci 
cincm crhndungsgemaKcn LHD-Geral ist die reflekiierende 
iu Plane bevorzugl an der Ohcrtlachc des zwciten Keramik- 
subsirais rund um die Obcrkanie dcr Ausnchmung moniiert, 
sodass Warnie wirksam zu Aulknscite des LliD-(Jerats ver- 
teilt wird. Um cs der reflektierenden Plane zu erlaubcn, ef- 
fckiiv Warme zur Auf3cnseite des Gcrals y.u Icilen, isi die 
15 Montage dcr rencktierenden Platte an der Obcrseitc des 
zwciten Keramiksubsirais bevorzugl durch cin Bindemiilcl 
auf Silikonbasis bcwcrkslclligl, das cine hohc WarnieleiHa- 
higkeil aufweist. 

|0016] Um den WarmcableilungselYckt des LliD-Cjerats 
20 zu vergroHern, isi dcr LliD-Chip luftdichi durch ein gegos- 
scnes Isolaiionstcil verpacki, das aus transparcniem Ibrmba- 
rem Material besichi und mil dcr refieklicrcndcn Platte ver- 
bunden ist. In cinem solchcn Pall wird die Warme vom 
LRD-Chip wirksam zur rcnckiicrcnden Plane vcncili, die 
25 cine dcran hohc Warmclciirahigkcil aufweist. Bei dcr vor- 
liegcndcn Hrfindung ist das transparent mrmbare Maicrial 
des gegossenen odcr gespriizten Fsolicrteils cntwedcr lip- 
oxyharz cxlcr ein Harz auf Silikonbasis. Selbsivcrstandlich 
ist es auch moglich, anderc KunslstolTe mil holier Leitfahig- 
30 kcit als transparcntcs lonubarcs Material des gefoniucn Iso- 
liertcils zu verwenden. 

10017] Noch vortcilhancr ist cs, die Obcrkanie der rcnck- 
iicrcnden Platte bis zu cincr vorgegebenen Position dcr 
Obcrflache des zwciten Keramiksubsirais zu ersirecken, um 
35 noch wirksamcr Warme von der reflekiiercnden Plane zu 
verteilen. 

10018| In einem andercn Ausluhrungsheispiel dcr Hrlin- 
dung hat das LED-Gerai cine halbkugelformige Linsc. wcl- 
chc das Obcrtcil dcr Ausnchmung des zwciten keramischen 
40 Substrats uberdeckt. In diesem Pall isi es moglich, die Win- 
kelverteilung der Lichistrahlung des LKD-Chips durch Vcr- 
teilung der Kruinmung der Linsc zu sieuern. Die hemispha- 
rische Linse bcstchl vorzugsweise aus Polymcrmatcrial. 
[0019] ErlindungsgemaB besicht das ersic Keramtksub- 
45 strat vorzugsweise aus einem Keramiksubslrattcil, das cine 
WanncvcrteilotTnung aufweist, die durchgehend angcordncl 
ist. und einer Kcramikplattc, welche die Warmcverteiloff- 
nung an dcr Obcrflache des Keramiksubsiralleils abdeckt. In 
diesem Pall sind sowohl der Chipmoniagebereieh als aueh 
50 das clektrisch Icitendc Muster auf der Obcrflache der Kcra- 
mikplallc angcordncl. Die WarmevcneildurchgangscjlVnung 
des KerymiksubslraUeils isi mil Mclallpasle ausgclulli. 
|0020| Wcitcrc Voricile, Mcrkmalc und Minzclheiien der 
lirfindung crgeben sieh aus dcr nachfolgcndcn Bcschrci- 
55 bung cines Ausfuhmngsbcispicls sowie anhand der Zeicli- 
nung. Dabei /.cigen: 

|0021 1 Hr. la und lb schcmaiische Ansichten der Kon- 
sirukiif)n hcrktmimlichcr LKIXicraic. 
|0022 1 Kir. 2 cinen Schniu (lurch ein herkiunmliches 
ft) L]*D-(lerai aus Keramiksuhsiraien. 

|00231 ^i«- 3 cine pcrspekiivischc lixplnsionsdarsiellung 
der Konsirukiion cines I JiD-CJerals mil cincr reflektieren- 
den Plalle enisprechcnd cincm erslcn Ausluhrungsheispiel 
dcr vorlicgcnde 1 1 iirlindung, 
r,s 1 0024 1 I <; ir. 4}> und 4b Ansicht cines I .liO-C JeriilN genui^ 
cincr zwcilcn Ausl'iihningsfnrm der l-rlmdung.. 
|0025 j Kir. .S cine pcrspekiivischc Pxplnsionsdarslellunu 
der Konslrukii.m cines I.KD-f'.criils mil einer rellcklicrcn 
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den Platte entsprechend einem dritten Ausfiihrungsbeispiel 
der vorliegenden Erfindung, 

[0026] Fig. 6 einen Schnitt durch ein LED-Gerat entspre- 
chend cincr vicrtcn Ausftihrungsform dcr vorliegenden Er- 
findung, 5 
[0027] Fig. 7 eine Ansicht eines LED-Gerats entspre- 
chend einer fUnften Ausftihrungsform der Erfindung und 
[0028] Fig. 8 eine perspektivische Ansicht eines LED-Ge- 
rats entsprechend einer sechsten Ausftihrungsform der vor- 
liegenden Erfindung. 10 
[0029] Bci dcr Bezugnahmc auf die Zeichnungcn ist anzu- 
merken, dass die gleichen Bezugszeichen in den verschiede- 
nen Zeichnungen jeweils gleiche oder ahnliche Komponen- 
ten bezeichnen. 

[0030] Die Fig. 3 ist eine perspektivische Explosionsdar- 15 
stellung und zeigt die Konstruktion eines LED-Gerats mit 
einer reflektierenden Platte entsprechend einem ersten Aus- 
fuhrungsbcispicl dcr vorliegenden Erfindung. Dicse Zcich- 
nung zeigt das LED-Gehause mit einer reflektierenden Me- 
tallplatte 120, die vom Chipmontagebereich des Gehause- 20 
korpers getrennt ist. 

[0031] Die reflektierende Metallplatte 20 besteht aus einer 
dQnnen Metallfolie mit hoher Reflektivitat und weist eine 
Kegelstumpfform auf, wie es in der Zeichnung dargestellt 
ist. Bci der kegclstumpfformigen reflektierenden Platte 120 25 
ist der Durchmesser "R" am oberen Ende vorzugsweise gro- 
Ber als der Durchmesser Y* am unteren Ende. Bei der vor- 
liegenden Erfindung istes moglich, die Strahlungsintensitat 
des LED-Chips etwas zu erhohen, indem man eine zylindri- 
schie reflektierende Platte in den Chipmontagebereich ein- 30 
bringt, ohne dass Durchmesserunterschiede am oberen und 
am unteren Ende bestchen. Es ist jedoch bevorzugt die re- 
flektierende Platte so auszubilden, dass sie einen Durchmes- 
serunterschied zwischen den Durchmessem "R" und V am 
oberen und unteren Ende aufweist und eine gewOnschte 3S 
Winkelverteilung der Luminanz und eine gewunschte Erho- 
hung der Strahlungsintensitat durch Steuerung der DifFerenz 
"R-r M besitzt. 

[0032] Die reflektierende Platte 120 wind vorzugsweise in 
der Weise hergestellt, dass man ein dunnes Kupferbiech ei- 40 
nem Extrusionsprozess oder einem Foraiprozess unterwirft. 
Es soil jedoch angemerkt werden, dass die reflektierende 
Platte 120 auch aus einem anderen Metallblech anstelle des 
diinnen Kupferblechs hergestellt werden kann, wenn dieses 
Metallblech eine gewunschte hohe Reflektivitat besitzt und 45 
so diinn ist, dass das Blech einfach in die gewiinschte zylin- 
drische oder kegelstumprrormige Gestalt durch einen Extru- 
sionsprozess oder eine Formprozess gebracht werden kann. 
[0033] Wahrend des Herstellverfahrens der reflektieren- 
den Platte 120 soli vorteilhafter Weise ein Stiitzflansch 120a 50 
langs der oberen Kante der reflektierenden Platte 120 ange- 
formt werden. In dem bevorzugten Ausfiihrungsbeispiel ist 
ein Stiitzflansch 120a integral und kontinuierlich langs der 
kreisftJrmigen oberen Kante der reflektierenden Platte 120 
angeformt Es sollte aber klar sein, dass es auch moglich ist, 55 
eine bestimmte Anzahl von Stiitzflanschen an gewunschten 
Sektionen der Oberkante der reflektierenden Platte 120 an- 
zuformen, ohne dass dabei die Funktionsweise der erfin- 
dungsgemaBen Konstruktion bcrUhrt wird. Wenn die reflek- 
tierende Metallplatte 120 mit einem solchen Stiitzflansch 60 
120a in die Ausnchmung obcrhalb des Chipmontagebe- 
reichs des LED-Gerats bzw. LED-Gehauses eingesetzt wird, 
ist es moglich, dass die reflektierende Platte 120 an der 
Oberseite des Keramiksubstrats mit dem Stiitzflansch 120a 
aufliegt. Die reflektierende Platte 120 ist damit stabiler am 65 
LED-Gehause befestigt. In einem solchen Fall wird bevor- 
zugt ein Bindemiuel auf Silikonbasis verwendet, urn die re- 
flektierende Platte 120 mit dem LED-Gerat zu verbinden. 



um die Warmeverteilwirkung des LED-Gehauses zu erho- 
hen, wie nachfolgend im Einzelnen naher eriautert werden 
soil. 

[0034] Wie in Fig. 3 dargestellt ist, kann die reflektierende 
Metallplatte 120 einfach in die Ausnehmung oberhalb des 
Chipmontagebereichs des LED-Gehauses eingesetzt wer- 
den. Das LED-Gehause nach der vorliegenden Erfindung 
soli im Einzelnen wie folgt beschrieben werden: Das LED- 
Gehause unter Verwendung keramischer Substrate. gemaB 
der vorliegenden Erfindung umfasst ein erstes Keramiksub- 
strat 101, das einen Chipmontagebereich an seiner Obcrfla- 
che zum Haltern des LED-Chips 105 darauf aufweist. Eine 
Elektrode 103 ist auf der Oberflache des ersten Keramiksub- 
strats 101 gebildet und mit dem LED-Chip 105 durch eine 
Mehrzahl von Drahten 107 verbunden. Die Elektrode 103 
wird durch ein leitfahiges Muster gebildet. Ein zweites Ke- 
ramiksubstrat 102 ist auf dem ersten Keramiksubstrat 101 
monticrt und weist eine Ausnehmung an einer Position auf, 
die dem Chipmontagebereich entspricht Das erste und das 
zweite Keramiksubstrat 101 und 102 konnen vorzugsweise 
aus Aluminiumoxid oder SiC bestehen. Der Kdrper des er- 
findungsgemaBen LED-Gerats besteht aus den bescbriebe- 
nen keramischen Substraten 101 und 102, sodass die Seiten- 
flache der Ausnehmung im zweiten keramischen Substrat 
102 den Chipmontagebereich des ersten keramischen Sub- 
strats 101 umgibt, wobei sie unvermeidlich als vertikale Fla- 
che in gleichef Weise ausgebildet ist, wie dies im Zusam- 
menhang mit dem Stand der Technik bereits beschrieben 
wurde. GemaB der vorliegenden Erfindung ist diese verti- 
kale Seitenflache der Ausnehmung von einer reflektierenden 
Metallplatte 120 Uberdeckt. Im Betrieb des LED-Gerats re- 
flcktiert die den LED-Chip umgebende reflektierende Platte 
120 das vom Chip abgestrahlte Licht, sodass die Lichtinten- 
sitat des LED-Chips erhoht wird. In einem solchen Fall ist es 
mdglich, eine gewiinschte Winkelverteilung der Leucht- 
dichte des LED-Chips durch Steuerung des Neigungswin- 
kels der Seitenflache der reflektierenden Platte 120 beim 
Herstellungsprozess der Platte 120 zu steuera. Um die Re- 
flektivitat der reflektierenden Platte 120 zu erhohen, kann 
die reflektierende Platte 120 mit einer Beschichtung aus Sn, 
SnPb oder Ag versehen sein. 

[0035] Bei der vorliegenden Erfindung kann die reflektie- 
rende Platte als Warmesenke zum Verteilen von Hitze vom 
LED-Chip zur AuBenseite des LED-Gehauses wirken, zu- 
satzlich zu ihrer Originalfunktion zur Steuerung der Leucht- 
starke des LED-Chips und der Winkelverteilung der Strah- 
lung. Die reflektierende Metallplatte, die als Warmesenke 
dient, ist in den Fig. 4a und 4b anhand eines zweiten Aus- 
fiihrungsbeispiels der vorliegenden Erfindung gezeigt, 
[0036] Die Fig. 4a zeigt einen Schnitt durch ein LED-Ge- 
rat gemaB einem zweiten Ausfiihrungsbeispiel der Erfin- 
dung. In gleicher Weise wie dies im Zusammenhang mit 
dem ersten Ausfuhrungsbeispiel nach Fig. 1 beschrieben 
worden ist, umfasst das LED-Gerat dieser zweiten Ausftih- 
rungsform zwei Keramiksubstrate: ein erstes Keramiksub- 
strat 151 und ein zweites Keramiksubstrat 152, das auf dem 
ersten Keramiksubstrat 151 montiert ist. Das erste Keramik- 
substrat 151 hat einen Chipmontagebereich auf seiner Ober- 
flache zum Aufsetzen eines LED-Chips 155. Auf der Ober- 
flache des ersten Keramiksubstrats 151 ist in einer Position 
um den Chipmontagebereich ein leitendes Muster aufge- 
bracht, das eine Elektrode 153 bildet. Die Elektrode 153 ist 
mit dem LED-Chip 155 durch eine Mehrzahl von Drahten 
157 verbunden, sodass elektrische Ansteucrencrgie dem 
Chip 155 zugefUhrt werden kanri. Bei diesem Ausfiihrungs- 
beispiel erstreckt sich das leitende Muster der Elektrode 153 
vorzugsweise bis zur Unterseite des ersten keramischen 
Substrats 151 nachdem es Uber die Seitenflache des Sub- 
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strats 151 gezogen worden ist, wie dies in der Zeichnung 
dargesteUt ist. Das leitende Muster der Elektrode 153 be- 
steht vorzugsweise aus einer Ag/Ni/Au-Schicht. 
[0037] Das zweite kcramische Substrat 152 weist eine 
Ausnehmung an der S telle auf, die dem Chipmontagebe- 5 
reich des ersten keramischen Substrats 151 entspricht. Das 
zweite keramische Substrat 152 ist auf der Oberseite des er- 
sten keramischen Substrats 151 montiert und bildet einen 
Chipmontageraum zum Haltern des LED-Chips 155 darin. 
In diesem zweiten Ausfuhrungsbeispiel ist ein Warmevcr- 10 
tcilloch HI durch das erste keramische Substrat 151 an eincr 
Stelle eingebracht, die dem Chipmontagebereich entspricht, 
sodass Warme vom LED-Chip 155 wirkungsvoll zur Au- 
Benseite des LED-Gehauses abgegeben werden kann. In 
dem LED-Gehause mit einem solchen Warmeverteilloch H 1 15 
im ersten keramischen Substrat 151 ist es notwendig, die 
Oberseite dieses Warmeverteillochs HI zur Bildung eines 
Chipmontagebereich abzudecken. Dahcr bestcht das erstc 
keramische Substrat 151 dieses LED-Gehauses nach Fig. 4a 
und 4b aus einem keramischen Substratteil 151a, das das 20 
Warmeverteilloch HI aufweist und dieses leil 151a durch- 
setzt und einer keramischen Folie 151b, welche die Oberfla- 
che des Keramiksubstratteils 151a ebenso wie das Warme- 
verteilloch HI uberdeckt. Die Keramikfolie 151b schafft so- 
mit den gcwUnschten Chipmontagebereich und uberdeckt 25 
die Oberseite des Warme verteillochs HI. 
[0038] Wie in Fig. 4b dargestellt ist, die eine Aufsicht auf 
das LED-Gerat gemaB einem zweiten Ausfuhrungsbeispiel 
der vorliegenden Erfindung darstellt, ist eine reflektierende 
Metallplatte 170 in den Chipmontageraum eingesetzt, der 30 
durch die Ausnehmung des zweiten keramischen Substrats 
152 gebildet wird und umgibt den LED-Chip 155, der auf 
dem Chipmontagebereich montiert ist In diesem zweiten 
Ausfuhrungsbeispiel weist die reflektierende Platte 170 ei- 
nen Stutzflansch 170a auf, mit dem die reflektierende Platte 35 
170 auf der Oberflache des zweiten keramischen Substrats 
152 aufsitzt und der mit dem Bereich "A" der Oberflache des 
Substrats 152 unter Verwendung eines Klebers auf Silikon- 
basis mit hoher thermischer Leitfahigkeit verbunden ist. Der 
Stutzflansch 170a der langs der Oberkante der reflektieren- 40 
den Platte 170 angeformt ist, hat einen eine Breite "P", die es 
dem Stutzflansch 170a erlaubt, wirksamer Warme von der 
reflektierenden Platte 170 zur AuBenseite des LED-Gehau- 
ses abfliefien zu lassen. In einem solchen Fall wird die 
Warme primar vom LED-Chip 155 zur reflektierenden 45 
Platte transferiert und sekundar Uber den Stutzflansch 170a 
an die Umgebung des LED-Gerats abgegeben. 
[0039] Ein Isolierharz ist im Chipmontageraum des LED- 
Gehauses gemaB dem zweiten Ausfuhrungsbeispiel ange- 
ordnet und bildet somit ein Isolierteil 159. Dieses Isolierteil 50 
159 ist mit der reflektierenden Platte 170 verbunden und er- 
moglicht einen effektiveren Warmetransfer vom LED-Chip 
155 zur reflektierenden Platte 170. Das Isolierteil 159 be- 
steht vorzugsweise aus einem transparenten Epoxyharz oder 
einem Harz auf Silikonbasis. Es versteht sich aber, dass das 55 
Isolierteil 159 auch unter Verwendung anderer formbarer 
Isoliermaterialien hergestellt werden kann, solange dieses 
Material transparent ist und eine hohe elektrische Leitfahig- 
keit aufweist. 

[0040] In dem LED-Gerat nach den Fig. 4a und 4b wird 60 
die reflektierende Metallplatte 170 gleichzeitig als Warme- 
verteileinrichtung benutzl, die die Warme vom LED-Chip 
155 durch das Isolierteil 159 hindurch email und die Warme 
an die Umgebung des Gerats uber den Stutzflansch 170a, 
der auf der Oberflache des zweiten Keramiksubstrats 152 65 
aufsitzt, abgibt. 

[0041] Die Fig. 5 zeigt ein LED-Gerat mit einer reflektie- 
renden Metallplatte 190 entsprechend einem drittcn Aus fun- 
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rungsbeispiel der vorliegenden Erfindung. Im Unterschied 
zum kreisfbrmigen Stutzflansch 170a der reflektierenden 
Metallplatte 170 nach dem zweiten Ausfiihrungsbeispiel hat 
der Stutzflansch 190a der reflektierenden Metallplatte 190 
bei diesem dritten Ausfuhrungsbeispiel ein rechteckiges 
Profil ahnlich zu dem des LED-Gehauses selbst. Die Ober- 
flache dieses StUtzftansches 190a mit Rechteckprofil ist gro- 
Ber als das des Stutzflansches 120a gemaB Fig. 3 oder des 
Stutzflansches 170a der Fig. 4a und 4b, sodass dieser 
Warme effektiver an die AuBenseite des Gehauses verteilen 
und abgeben kann. In der vorliegenden Erfindung kann die 
Form des Stutzflansches der reflektierenden Metallplatte frei 
entsprechend dem Profil des LED-Gehauses unter einer be- 
notiglen Warmeverteilwirkung abgeandert werden ohne die 
Funktionsweise der Erfindung zu berUhren. 
[0042] Die reflektierende Metallplatte dieser Erfindung 
kann vorteilhafterweise bei LED-Geraten oder LED-Gehau- 
sen verwendet werden, die unterschiedliche keramische 
Substratstrukturen aufweisen mit vertikalen Innenflachen 
zur Bildung eines Chipmontageraums des Gehauses. Die 
Fig. 6 ist ein Schnitt durch ein LED-Gerat entsprechend ei- 
ner vierten Ausruhrungsform der vorliegenden Erfindung. 
[0043] Bei diesem vierten Ausfiihrungsbeispiel nach Fig. 
6 besitzt das LED-Gehause ein erstes Keramiksubstrat des- 
sen Struktur unterschiedlich von der nach den Fig. 4a und 4b 
ist Das zweite Keramiksubstrat 202 dieses LED-Gehauses 
weist eine Ausnehmung in der gleichen Weise auf, wie dies 
fur das zweite Ausfuhrungsbeispiel nach den Fig. 4a und 4b 
beschrieben worden ist. Das erste Keramiksubstrat 201 die- 
ses vierten Ausfuhrungsbeispiel besteht jedoch aus einem 
unteren Keramiksubstratteil 201a und einem oberen Kera- 
miksubstratteil 201b. Das unterc Keramiksubstratteil 201a 
weist eine WarmeverieildfFnung H2 auf, die durch das Sub- 
stratteil 201a sich hindurch erstreckt und einen relativ gro- 
Ben Durchmesser aufweist. Das obere Keramiksubstratteil 
201b hat eine GroBe, sodass es im Chipmontageraum, der 
durch die Ausnehmung des zweiten Keramiksubstratteils 
202 gebildet ist, eingesetzt werden kann. Das obere Kera- 
miksubstratteil 201b dient als Keramikschicht oder Kera- 
mikfolie, die die Warmeverteiloffhung H2 oben verschlieBt 
und bildet einen Chipmontagebereich zum Aufsetzen eines 
LED-Chips 205. In diesem vierten Ausfuhrungsbeispiel ist 
eine kegelsturapfformige reflektierende Metallplatte 220 in 
den Chipmontageraum des Gehauses eingesetzt, sodass die 
Platte 220 auf der Oberflache des zweiten Keramiksubstrats 
202 mit ihrem Stutzflansch aufliegend montiert ist. Der 
Durchmesser am oberen Ende der kegelstumpffbrmigen re- 
flektierenden Platte 220 ist grftBer als am unteren Ende. 
[0044] Die Gehausestruktur gemaB der vorliegenden Er- 
findung kann vorzugsweise und sehr einfach bei jedem Typ 
eines LED-Gerats verwendet werden, wenn das LED-Gerat 
einen Chipmontageraum aufweist, der von einem Keramik- 
substrat gebildet ist. 

[0045] Die Fig. 7 ist eine Ansicht eines LED-Gerats ent- 
sprechend einem fUnften Ausfiihrungsbeispiel der Erfin- 
dung. Wie in Fig. 7 gezeigt ist, bleibt die allgemeine Form 
des LED-Gehauses 250 dieses fUnften AusfUhrungsbei- 
spiels das Gleiche wie es fur das LED-Gehause entspre- 
chend dem zweiten Ausfiihrungsbeispiel der Fig. 4a und 4b 
beschrieben worden ist, jedoch ist die Oberseite des Chip- 
montageraums mit der reflektierenden Metallplatte 270 von 
einer hemispharischen Linse 280 Uberdeckt. Diese hemi- 
spharische Linse 280 ist unter BerUcksichtigung des hemi- 
spharischen Gehauses gestaltet, wie es bei konventionellcn 
Lampentyp LED-Geraten gemaB Fig. la verwendet wird. 
Die hemispharische Linse 280 besteht vorzugsweise aus Po- 
lymermaterial. Diese hemispharische Linse 280 wird vor- 
zugsweise benutzt als Mittel zur Steuerung des Lichtaus- 
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iriiiswitikcls eines LHIM'hips tics (ieriiis 250 durch Venin- 
derung der Vcrteilung iter Krummung der I .insc 2X0. 
1 0046 ] Die Cichauscstruklur gonial dieser lirlindung kann 
vor/ugsweise hei LKD-(ieratcn bcnul/t werden. die cine 
Mchr/ahl von LLD-Chips aufweiscn. Die Fig. S zcigt cine 5 
perspektivische Ansichl cincs LlilMicrals mil sowohl cincr 
reflcktierenden Plane unler cincr Mchr/ahl von LHD-Oiips 
cnisprechend cineni scchsicn Ausluhrungsbeispiel tier lir- 
lindung. 

1 0047 f Wic in Fi«. 8 dargestelll hcsichi das LliD-Ceriii 10 
310 tics scchsicn Aiisfuhrimgshctspicls aus eincm crsien 
Kcramiksubsirai 301 und eincm /.weilen Kcramiksubsirai 
302 und cs cnthali vicr LHIM'hips in seinem Chipmontagc- 
laum. der durch die Kcramiksuhsiraic 301 und 302 gebildci 
wird. Die vicr LHIM'hips 305a. 305b, 305c und 305d dieses IS 
Ausfuhrungsbcispicls sind mil Ilillc cincr Mehr/.ahl von 
Driihicn mil einer Mehr/.ahl von lilcklrodcn 303 verbunden. 
In gleicher Wcisc wic cs fur das J'iint'ie Ausluhrungsbeispiel 
besehrieben worden isi, isi aueh hiereinc rellcklicrcndc Mc- 
lallplatie 320 in den Chipmoniageraum des (ichiiuses 310 20 
eingcbrachi. uni die vicr LI'ilM.'hips 305a. 305b, 305c und 
305d /u uuigeben. 

1 0048 1 Wic vorsieheud besehrieben, sehatli die vorlie- 
gendc lirlindung ein LlilMjchausc, welches aus kcrami- 
schen Subsiraien hcsichi und cine reflekiierende Metall- IS 
plane aulwcist, die in eincm Chipinoniagcrainn'cingesei/.i 
isi. dcr durch die Kcranuksubstratc gebildci wird. In dem cr- 
lindutigsgemiiBen LliD-Gehausc wird dcr Chipmonlaue- 
raum in die Keramiksubsiraie des (jchauses. wobei dcr 
Raum vcrtikalc Sciienflachen aulwcist, durch ein Sianzvcr- 30 
fahrcn eingcbrachi. lis isi abcrcinc reflekiierende Plane aus 
cincr diinnen Mciallplaiic in den Chipmoniageraum eingc- 
seizt, sodass cs moglich isi die Lichtintcnsitai des LHD- 
Chips und die Winkclvcrtcilung dcr Sirahlung in gewisscr 
Wcisc frci zu steucrn. Die rcfleklierendc Metallplaiie gemaB 35 
dcr [irfindung dicni gleichzeilig als Warrncsenkc und ver- 
leili Wanne vom LliD-Chip wirksam in die Uimicbuna des 
LHD-Gcriits. 

|0049 1 Obglcich hevor/uglc Ausfiihrungsheispiele der 
vorlicgenden I irfindung zu dercn Illusiricrung besehrieben 40 
worden sind erkenni ein Fachmann ohnc wciicres, dass vcr- 
sehicdenc Modifikationen Erganzungen und Abandcrungen 
moglich sind ohnc den Schutzbereich und den (jcist dcr Hr- 
lindung wiccr in den anlicgcndcn Anspriichen dargestelll isi 
/.ii verlassen. 45 

Patent anspriichc 

I. Lichicinissionsdioxlengerai. unifasscnd: 

ein ersles Keramiksuhstral mil eincm (.'hipmontagebc- 50 

rcich aul" seiner Oberseilc und verschen mil eincm vor- 

hesiimmien leiicndcn Muster rund umden Chipmonta- 

gebcrcich, 

wcnigsiens einen I jchternissionsdioden (LHD)-Qiip 
dcr auf ileni yenannien Chipiiiontagebercich des ersicn 55 
Keramiksuhsirals aul'silzl und mil dem leiicndcn Mu- 
si er vei'hundcn isi. 

ein zweiles Keriuniksuhslrai das aul' dem ersicn Kera- 
miksuhstral monlierl isi und einc Ausnchmung an dcr 
Slclle aul wcist. die dem wenigsiens einen Oiipmonla- M 
gebcreich enispricht und 

einc rcflckiicrcndc Plane aus MciaM. die innerhalb dcr 
AusriclniMifig des /.wcilcn kcramischen Subsirals ariuc- 
• wliicl isi, s<xlass sic den LliD-Chip umrahrnl. 

I .ichlemissionsflitKlengeral nach Ansprueh 1, da- **S 
tlnreh gekenn/eiehncl. dass die relleklierenrlc Plallc 
einc im Wesct it lichen kcgclsiunipnormigc (Jcsiali aul- 
weisl mil eincm Durehmesser am oberen lindc der gro 
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ficr isi als der Durehmesser am unicrcn Hnde. 

3. liehicmissionsdiodengeral nach Anspnich 2, da- 
durch gckcnn/cichnci, dass die rcllekticrende Plane die 
Winkelvcneilung der Sirahlung des LlilM'hips durch 
Verandcrung des Ncigungswinkels dcr vScilcnwand der 
reflcktierenden Plane sleucrt. wobei die Ncigung dcr 
Scilenwand gebildci wird durch die Differen/. im 
Durehmesser am oberen und unlcren Hnde der reflck- 
tierenden Plaltc. 

4. IJchlemissionsdioclengerai nach Ansprueh 1, da- 
durch gckcnn/cichnci. dass die reflekiierende italic die 
Sirahlungsiniensiliii des LHD-Chips durch Vcrandc- 
rung dcr den J.HD-Chip umgebenden Obcrllachc sicu- 
cri. 

5. I.iehtemissionsdk.Hlengerat nach Ansprueh I, da- 
durch gckcnn/cichnci, dass die reflekiierende Plane die 
Sirahlungsintensiiiit <lcs LliD-C'hips durch Auswahl 
der rcneklierenden Plane aus Mciallcn mil untcrschicd- 
lichcn Reflekiiviialen sicucri. 

6. Lichtcmissionsdiodcngerai nach Ansprueh 1 , da- 
durch gckcnn/cichnci. dass die reflekiierende Plane 
mil cincr Uberzugsschichi auf dcr inneren Oberlliielic 
verschen isi. 

7. Lichlcmissionsdiodengcriii nach Ansprueh 6. da- 
durch gckcnn/cichnci , dass (tie Ubcrzugsschicht aus 
Sn. SnPb oder Ag besichi. 

8. Liehicmissionsdiodengeral nach Ansprueh 1. da- 
durch gckcnn/cichnci. dass die reileklicrendc Plane an 
der Oberflachc des /.wcilcn Keramiksuhsirals um die 
Oberkantc der genannien Ausnchmung monlierl isi. 

9. Liehicmissionsdiodengeral nach Ansprueh 8. da- 
durch gekennzeichnet, dass die renekiicrcndc Plane 
auf der Oberflache des zweiien Keramiksuhsirals unler 
Vcrwcndung cines Bindcmiltcls auf Silikonbasis mil 
hoher Wiirmclciirahigkeil monLien ist. 

10. Liehtemissionsdiodcngeral nach Ansprueh 1. um- 
lasscnd zusaizlich ein gcl'ormics Isolicrieil aus iranspa- 
rentcm gicBbarcm Maicrial. das den LHD-Chip Iiitt- 
dichl vcrpacki, wobei dcr gcnannlc Isolicrieil mil dcr 
reflekiiercndcn Plane verbunden isi. 

11. Liehtemissionsdiodcngeral nach Ansprueh 10, da- 
durch gckcnn/cichnci, dass das transparent, gieKbare 
Material des gicBbarcn Isolierleils lipoxyhar/ cxlcr ein 
Ilarz auf Silikonbasis ist. 

12. Liehicmissionsdiodengeral nach Ansprueh I. da- 
durch gckenn/cichnct, dass die reflekiierende Plane ei- 
nen .Stutzflansch am oberen lindc aufweist und an dcr 
Obcrscile des /wcilcn Keramiksuhsirals mil diescm 
Si ul/flansch au fsi t/.i . 

13. Liehtemissionsdiodcngeral nach Ansprueh 12. du- 
dureh gekcnnzcichnei. dass dcr Siui/flansch integral 
langs der Oberkantc der reflekiiercndcn Plane ange- 
Ibrmt isi. 

14. Liehicmissionsdiodengeral nach Ansprueh i2.da- 
durch gckcnn/cichnci, dass dcr Stui/flanseh sieh vom 
c>beren lindc der rclleklierenden Plane bis /.u einer vor- 
hesiimmlen Position auf der Oberllitche des /.weilen 
Keramiksubslrals ersirceki und darlurch wirksam 
W-irmc von der rcflcklierenden Plaltc naeh auMcn vcr- 
icili. 

15. Liehicmissionsdiodengeral nach Ansprueh I. da- 
rlurch gckcnn/cichnci. dass das crsie Kcramiksubsirat 
aus eincm Keramiksubslralleil mil einer durchgehen- 
den Wiiniieveneil'ilfiiiJiijj hikI einer Kcramikplalte be- 
sichi. welelu: die Warmeverleiloltming aul der Oher- 
seile des KeratniksuhsiraileiK iiberrleekl tun I dass so- 
wohl der ('hipniorilagcbcrcicli als audi das leiiende 
Muvier aul der Oberseiie dicscr Kcramikplalte ange- 
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ordnet sind. 

16. Lichtcmissionsdiodengerat nach Anspruch 15, da- 
durch gekennzeichnet, dass die Warmeverteiloffhung 
dcs Kcramiksubstratteils mil Metallpastc ausgefiillt ist 

17. Lichtemissionsdiodengerat nach Anspruch 1, da- 5 
durch gekennzeichnet, dass das Keramiksubstrat aus 
Aluminiumoxid oder SiC besteht. 

18. Lichtemissionsdiodengerat nach Anspruch 1, da- 
durch gekennzeichnet, dass das leitende Muster sich an 
der Seitenflache des ersten keramischen Substrats er- 10 
streckt. 

19. Lichtemissionsdiodengerat nach Anspruch 1, da- 
durch gekennzeichnet, dass das gcnannte leitende Mu- 
ster aus einer Ag/Ni/Au-Schicht besteht. 

20. Lichtemissionsdiodengerat nach Anspruch 1, da- 15 
durch gekennzeichnet, dass die dariiber hinaus eine he- 
mispharische Linse umfasst, welche die Oberseite der 
Ausnehmung des zweiten keramischen Substrats uber- 
deckt. 

21. Lichtemissionsdiodengerat nach Anspruch 20, da- 20 
durch gekennzeichnet, dass die genannte hemisphari- 
sche Linse aus einem Polymcrmaterial besteht. 
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